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利用の目的・内容 塗布膜の厚さと均質性の確認 

 

成果の概要（500 字以内） 

１）塗布膜の厚さが１０nm であり、均一な塗布状態である観察写真が撮影出来た。 

２）塗布するガラス基板の差異により塗布状態が異なる事の観察写真が撮影出来た。 

  ○シリコンウエファーの場合；結晶化する。 

  ○ＳｉＯ２の場合；結晶化しない。 

背景と研究目的: 

１）撥水効果の根拠を明確にする為に、実際に塗布されている塗布膜の厚さの断面を観察

写真にて得る事。 

実験・解析方法: 

カーボンスパッタコーターにてコーティングを実施。コーティング後、FIB（加速電圧 30kV）にてブロック加工し、

0.15μm 程度に薄片化した。 

TEM（加速電圧 200kV）を用いた明視野像、暗視野像及び電子回折図形の観察した。また、組

成は EDS mapping 分析によった。 

結果及び考察: 

ブランク試験として実施した塗布されていない Si 基板の表面の断面観察像を図１に示す。Si 基板と

保護膜としてコーティングしたカーボン膜との間には何も存在しない。 



   

図１ 塗布膜無のサンプルの断面写真 

  

これに対して、Si 基板上に塗布したサンプルでは図２の暗視野像からわかるように、Si 表面(カーボンコ

ートと Si 基板の界面)に 10nm の厚さの多結晶膜がみられた。 

 
図 2 塗布膜有りのサンプルの断面写真 

  

一方、SiO2基板上での塗布膜は結晶化していないことが分かった。 
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